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【背景】MgZnO/ZnO ヘテロ構造に形成される二次元

電子系は、700,000 cm
2
/Vsを超える高移動度を示し、

メゾスコピック系材料として有望視されている[1]。量

子ポイントコンタクト(QPC)とは、二次元電子系に形

成される数百ナノメートル幅の伝導領域のことで、

QPC を通過する伝導度は 2e
2
/h の整数倍に量子化する

ことが知られている[2]。本研究では、MgZnO/ZnO ヘ

テロ構造上に微細加工した金属ゲート電極を作製し、

ゲート電圧を印加しながら QPCの伝導度を測定した。 

【実験】MgZnO/ZnO二次元電子系は、Zn面 ZnO基板

上に分子線エピタキシーを用いて作製した。QPC は、

電子線描画装置を用いて作製し、低温で四端子法によ

り伝導度を測定した。 

【結果】Fig. 1(a)に示した AFM 像からギャップ幅

100nmのゲート電極が作製されていることが確認でき

る。Fig1. (b)に 2Kにおける伝導度のゲート電圧依存性

を示す。伝導度 0.5(2e
2
/h)付近に弱いプラトーが見える。

また、Fig. 1(c)に示すように、温度が上昇するにつれ

プラトーに起因するディップが弱まるため、量子効果

を反映した構造であることが示唆される。

AlGaAs/GaAsでは、スピンの縮退によりゼロ磁場では

0.5 プラトーは現れない。この 0.5 プラトーは、

MgZnO/ZnO の強い電子相関によるスピン偏極に起因

する現象ではないかと考えられる。 
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Fig. 1: (a) Optical microscope image of a Hall 

bar (left) and AFM image of gate electrode 

(right). (b) Four terminal conductance as a 

function of gate voltage. (c) Derivative of 

conductance as a function of conductance at 

several temperatures. 
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